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성명 김 주 영 

학력 2010년   부산대학교 재료공학부 공학사

 2012년   부산대학교 재료공학부 공학석사

경력 2011년 ~ 2018년 일본 다이하츠자동차 주임연구원

 2020년 ~ 현재 주식회사 하이마 책임연구원

저 / 자 / 약 / 력

성명 김 부 영

학력 2013년   부산대학교 재료공학부 공학사

 2018년   부산대학교 재료공학부 공학박사

경력 2018년 ~ 현재  주식회사 하이마 책임연구원

성명 이 희 수

학력 1998년  한양대학교 무기재료공학과 박사

 1998년   Univ. of Washington _ Visiting Scholar

 2006년   Univ. of Southern California _ Visiting Scholar

 2013년   Colorado School of mines _ Visiting Scholar

경력 1994년 ~ 2006년  한국산업기술시험원 수석연구원

 2007년 ~ 현재  부산대학교 재료공학부 교수

 2018년 ~ 현재  ISO/TC206 Fine ceramics chairperson

1. 서론

반도체/디스플레이 산업에서 경쟁력 제고를 

위해 선폭의 미세화, 고집적화 등을 지속적으

로 진행하고 있으며, 이를 구현하기 위해 박막

증착 기술(CVD 등), 식각(에칭)기술 등 제조공

정장비의 기술 향상과 함께 공정장비에 사용

되는 소재의 뒷받침이 반드시 필요하다. 반도

체/디스플레이 장비에 사용되는 부품들은 다

양한 플라즈마를 활용하기 때문에 이들 장비

에 사용되는 부품들은 내플라즈마성이 우수한 

재료들을 사용해야 한다. 내플라즈마성이 우

수한 재료로 현재 반도체/디스플레이 공정장

비용 산화알루미늄(Al2O3), 산화이트륨(Y2O3), 

산불화이트륨(YOF) 순으로 소재가 발전하고 

있으나, 현재는 고순도 산화이트륨이 가장 많

이 사용되고 있다 [1-3].

또한 반도체 공정에서 플라즈마 밀도가 높

아지면서 챔버 내 사용되는 소모성 부품을 내

플라즈마성이 높은 산화이트륨으로 코팅하거

나, 아예 부품 자체를 산화이트륨 소결체로 제

작하게 되면서 반도체 제조공정에서 사용하

고 있다. 그러나 반도체/디스플레이 식각장비

에 적용되는 내플라즈마 코팅 및 소결체용 고

순도 산화이트륨 소재의 경우 고부가가치 가

공 분말 전량을 일본에서 수입하고 있는 실정

이다. 현재 일본은 산화이트륨 분말입자의 미

립화로 치밀화를 높임으로써 제조공정에서 발

생할 수 있는 오염을 최소화 할 수 있는 원천

기술을 보유하고 있어 고품질의 고순도 산화

이트륨 과립을 제조해 국내에 거의 독점적으

로 공급하고 있다. 그러나 국내에서는 중국으

로부터 수입한 저가의 산화이트륨 원료 또는 

소재를 사용하여 고품질의 산화이트륨으로 제

조 및 가공한 후 반도체/디스플레이 공정장비 

부품에 적용하려고 시도하고 있으나 제조공정 

기술은 아직 초기 단계에 머물러 있다. 따라서 

국내기업들은 중국에서 수입해 온 원자재를 

반도체 및 디스플레이 공정용 
산화이트륨 연구 동향

3
글_   이 연 숙 연구원  |  한국산업기술시험원

Special Theme  세라믹 소재 국산화
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가공하여 순도, 입자크기 등이 제어된 고품질

의 산화이트륨 분말을 제조할 수 있는 기술개

발과 아울러 표준화된 평가기술 확보가 필요

하다. 

본고에서는 산화이트륨의 특성 및 상용화 기

술, 산화이트륨 상용화(국산화)를 위한 표준화

된 분체 특성평가를 소개한다. 또한 반도체/디

스를레이 장비용 부품에 적용하는 방법으로 산

화이트륨 코팅기술에 대해 서술하고자 한다.

2. 본론

2.1 산화이트륨 특성 및 상용화 기술

산화이트륨(Y2O3)는 2,425℃의 매우 높은 용

융온도를 가지며, 2,325℃의 온도에서 정방정

결정구조에서 육방정계 결정구조로 상전이가 

일어난다 (그림 1). 특히 산화이트륨은 2,325℃  

온도까지 단사정 구조로서 상전이가 없기 때

문에 1,800℃ 이상의 고온까지 매우 우수한 

화학적 안정성과 내열성을 가지고 있는 대표

적인 세라믹 소재로 알려져 있다 [4-8]. 산화 

이트륨은 이러한 특성으로 고온용 내식성 기판

재료, 용융금속의 네트 캐스팅을 위한 노즐재

료, 반응성이 매우 높은 금속의 용융을 위한 용

기재료 등 다양한 분야에 널리 사용되어 왔다. 

현재 산화이트륨은 AlN, SiC 등의 액상소결 

조제, ZrO2 안정화 물질 및 내플라즈마성이 요

구되는 반도체/디스플레이 장비 등에 주로 사

용되고 있다. 액상소결제조로 많이 사용되는 

산화이트륨은 Al2O3와 AlN에 첨가 시 yttrium 

aluminates 액상을 형성하여 소결온도를 낮추

고 고밀도의 소결체를 얻게 한다. 특히 AlN에 

첨가 시 제 2상의 생성으로 AlN 내의 산소 원

자가 제거되기 때문에 열전도도를 향상시키는 

것으로 보고되고 있다 [9,10]. 

또한 산화이트륨은 지르코니아 안정화를 위

한 첨가제로 널리 알려져 있다. 지르코니아는 

온도에 따라 저온의 monoclinic 상에서 고온

의 준 안전상인 tetragonal 상으로 상전이가 일

어난다. 이때 3∼5%의 부피팽창으로 인해 내

부 응력이 발생하여 재료의 수명이 단축된다. 

이러한 지르코니아에 산화이트륨을 첨가하면 

Zr4+ 이온 중 일부가 Y3+로 대체된다. 4개의 O2- 

이온 대신 3개의 O2- 이온으로 대체되며 결과

적으로 산소 빈자리(oxygen vacancy)가 만들

어 진다. 이러한 산소 빈자리 때문에 산화이트

륨 안정화 지르코니아는 O2- 이온 전도성을 갖

게 되며 온도가 높을수록 전도도가 좋아진다. 

이러한 특징은 주로 고온에서 작동하는 고체

산화물 연료전지에서 유용하게 쓰인다 [11,12]. 

산화이트륨은 또한 우수한 내플라즈마성 때

문에 반도체/디스플레이 공정 부품의 코팅 소

재 등에 사용되고 있다. 반도체 공정이 초미세

선폭화로 진행됨에 따라 플라즈마 공정 중에 

노출되는 소재는 화학적으로 매우 활성이 높

은 라디칼과의 반응뿐만 아니라 양이온의 충

격을 동시에 받게 되어 플라즈마에 의한 식각

이 일어나고 다양한 입자가 발생하게 된다. 이

를 해결하기 위해서 Quartz, Al2O3, ZrO2, BN 

또는 SiC 보다 내플라즈마성이 우수한 산화이

트륨 소재가 많이 사용되고 있다 [1]. 그러나 산

화이트륨은 상기와 같이 유용한 활용처를 가

지고 있지만, 대표적인 난소결성 물질로 알려

져 있어 완전하게 치밀화 된 산화이트륨을 제

조하는 것은 매우 어렵다고 알려져 있다.

이트리아 합성 방법에는 일반적으로 기계적 

파쇄 및 합금화, 기상응축반응, 졸-겔법 그리고 

연소합성법 등이 있다 [13-15]. 각 합성방법에

는 장단점이 있는데 기계적 합금화는 불순물

에 의한 오염이 쉽게 발생할 수 있으며, 기상응

축반응은 기상체의 전구체가 고온에서 진행되

어야 하기 때문에 석출이 어렵고 긴 열처리 시

간과 세정시간이 요구된다. 졸-겔법은 저온에

서 기공의 부피 및 크기와 같은 물리적인 성질

을 비교적 쉽게 변화시킬 수 있고, 균일한 다성

분계를 손쉽게 얻을 수 있으나 하소과정이 필

요하여 고순도 분말합성에는 적절하지 않다. 

나노산화분말을 합성하는 연소합성법은 비

교적 저온에서 합성이 일어나므로, 별도의 하

소공정 없이 균일한 결정상을 얻을 수 있으며, 

착화합물 형성에 의해 분자 단위로 금속이온

간의 결합이 이루어지기 때문에 균일한 화학

양론성과 원하는 상과 순도가 높은 분말이 형

성될 수 있다는 장점이 있다. 즉, 연소가 많은 

양의 가스 방출에 의해 비표면적이 크고 소결

성이 우수한 산화이트륨 분말을 쉽고 빠르게 

제조할 수 있다. 그러나 공정제어가 복잡하고 

까다로운 단점이 있다. 

또한 최근 2,000℃ 이하의 온도에서 산화이

트륨을 치밀하게 제조할 수 있는 연구가 활발

히 진행되고 있다. Kodo 등이 이트륨 전구체

(yttrium precursor)로 제조된 순도 높은 분말

을 이용하여 상압소결 공정으로 1,600~1,800℃  

온도 범위에서 97% 이상의 밀도를 가진 산화

이트륨 세라믹스가 제조된 바 있다 [16]. 또한 

진공 또는 수소 조건에서 소결한 산화이트륨

이 이론밀도에 근접한다는 보고 이후로 공침

법을 이용한 나노입자 합성 및 전구체와 첨가

물에 관한 연구가 진행되고 있다 [17-19].

그러나 이러한 산화이트륨 합성 방법들은 lab-

scale 단위로 연구는 활발하게 이루어지고 있

으나, 국내 업체들은 주로 산화이트륨 분말 제

조보다는 일본에서 고품질의 산화이트륨 분말

을 수입해 와서 제품화하는데 치우쳐 있다. 또

한 산화이트륨 원료는 세계 최대의 희토류 매

장국인 중국에서 저급의 원료로 전량 수입되

고 있고, 이러한 저급의 원료를 국내에서는 소

재 및 부품을 제조하는데 사용하고 있다. 표 1은  

해외에서 수입한 원료를 가공 처리하여 다양

한 제품에 적용한 예를 보여준다. 산화이트륨

은 주로 디지털 디스플레이용 형광체(YAG), 

광학유리 제조, 반도체 및 디스플레이 제조 공

정 부품의 용사 코팅용으로 사용된다. 또한 산

화이트륨은 반도체 및 디스플레이 공정부품의 그림 1 ▶ 산화이트륨 결정 구조.
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가공하여 순도, 입자크기 등이 제어된 고품질

의 산화이트륨 분말을 제조할 수 있는 기술개

발과 아울러 표준화된 평가기술 확보가 필요

하다. 

본고에서는 산화이트륨의 특성 및 상용화 기

술, 산화이트륨 상용화(국산화)를 위한 표준화

된 분체 특성평가를 소개한다. 또한 반도체/디

스를레이 장비용 부품에 적용하는 방법으로 산

화이트륨 코팅기술에 대해 서술하고자 한다.

2. 본론

2.1 산화이트륨 특성 및 상용화 기술

산화이트륨(Y2O3)는 2,425℃의 매우 높은 용

융온도를 가지며, 2,325℃의 온도에서 정방정

결정구조에서 육방정계 결정구조로 상전이가 

일어난다 (그림 1). 특히 산화이트륨은 2,325℃  

온도까지 단사정 구조로서 상전이가 없기 때

문에 1,800℃ 이상의 고온까지 매우 우수한 

화학적 안정성과 내열성을 가지고 있는 대표

적인 세라믹 소재로 알려져 있다 [4-8]. 산화 

이트륨은 이러한 특성으로 고온용 내식성 기판

재료, 용융금속의 네트 캐스팅을 위한 노즐재

료, 반응성이 매우 높은 금속의 용융을 위한 용

기재료 등 다양한 분야에 널리 사용되어 왔다. 

현재 산화이트륨은 AlN, SiC 등의 액상소결 

조제, ZrO2 안정화 물질 및 내플라즈마성이 요

구되는 반도체/디스플레이 장비 등에 주로 사

용되고 있다. 액상소결제조로 많이 사용되는 

산화이트륨은 Al2O3와 AlN에 첨가 시 yttrium 

aluminates 액상을 형성하여 소결온도를 낮추

고 고밀도의 소결체를 얻게 한다. 특히 AlN에 

첨가 시 제 2상의 생성으로 AlN 내의 산소 원

자가 제거되기 때문에 열전도도를 향상시키는 

것으로 보고되고 있다 [9,10]. 

또한 산화이트륨은 지르코니아 안정화를 위

한 첨가제로 널리 알려져 있다. 지르코니아는 

온도에 따라 저온의 monoclinic 상에서 고온

의 준 안전상인 tetragonal 상으로 상전이가 일

어난다. 이때 3∼5%의 부피팽창으로 인해 내

부 응력이 발생하여 재료의 수명이 단축된다. 

이러한 지르코니아에 산화이트륨을 첨가하면 

Zr4+ 이온 중 일부가 Y3+로 대체된다. 4개의 O2- 

이온 대신 3개의 O2- 이온으로 대체되며 결과

적으로 산소 빈자리(oxygen vacancy)가 만들

어 진다. 이러한 산소 빈자리 때문에 산화이트

륨 안정화 지르코니아는 O2- 이온 전도성을 갖

게 되며 온도가 높을수록 전도도가 좋아진다. 

이러한 특징은 주로 고온에서 작동하는 고체

산화물 연료전지에서 유용하게 쓰인다 [11,12]. 

산화이트륨은 또한 우수한 내플라즈마성 때

문에 반도체/디스플레이 공정 부품의 코팅 소

재 등에 사용되고 있다. 반도체 공정이 초미세

선폭화로 진행됨에 따라 플라즈마 공정 중에 

노출되는 소재는 화학적으로 매우 활성이 높

은 라디칼과의 반응뿐만 아니라 양이온의 충

격을 동시에 받게 되어 플라즈마에 의한 식각

이 일어나고 다양한 입자가 발생하게 된다. 이

를 해결하기 위해서 Quartz, Al2O3, ZrO2, BN 

또는 SiC 보다 내플라즈마성이 우수한 산화이

트륨 소재가 많이 사용되고 있다 [1]. 그러나 산

화이트륨은 상기와 같이 유용한 활용처를 가

지고 있지만, 대표적인 난소결성 물질로 알려

져 있어 완전하게 치밀화 된 산화이트륨을 제

조하는 것은 매우 어렵다고 알려져 있다.

이트리아 합성 방법에는 일반적으로 기계적 

파쇄 및 합금화, 기상응축반응, 졸-겔법 그리고 

연소합성법 등이 있다 [13-15]. 각 합성방법에

는 장단점이 있는데 기계적 합금화는 불순물

에 의한 오염이 쉽게 발생할 수 있으며, 기상응

축반응은 기상체의 전구체가 고온에서 진행되

어야 하기 때문에 석출이 어렵고 긴 열처리 시

간과 세정시간이 요구된다. 졸-겔법은 저온에

서 기공의 부피 및 크기와 같은 물리적인 성질

을 비교적 쉽게 변화시킬 수 있고, 균일한 다성

분계를 손쉽게 얻을 수 있으나 하소과정이 필

요하여 고순도 분말합성에는 적절하지 않다. 

나노산화분말을 합성하는 연소합성법은 비

교적 저온에서 합성이 일어나므로, 별도의 하

소공정 없이 균일한 결정상을 얻을 수 있으며, 

착화합물 형성에 의해 분자 단위로 금속이온

간의 결합이 이루어지기 때문에 균일한 화학

양론성과 원하는 상과 순도가 높은 분말이 형

성될 수 있다는 장점이 있다. 즉, 연소가 많은 

양의 가스 방출에 의해 비표면적이 크고 소결

성이 우수한 산화이트륨 분말을 쉽고 빠르게 

제조할 수 있다. 그러나 공정제어가 복잡하고 

까다로운 단점이 있다. 

또한 최근 2,000℃ 이하의 온도에서 산화이

트륨을 치밀하게 제조할 수 있는 연구가 활발

히 진행되고 있다. Kodo 등이 이트륨 전구체

(yttrium precursor)로 제조된 순도 높은 분말

을 이용하여 상압소결 공정으로 1,600~1,800℃  

온도 범위에서 97% 이상의 밀도를 가진 산화

이트륨 세라믹스가 제조된 바 있다 [16]. 또한 

진공 또는 수소 조건에서 소결한 산화이트륨

이 이론밀도에 근접한다는 보고 이후로 공침

법을 이용한 나노입자 합성 및 전구체와 첨가

물에 관한 연구가 진행되고 있다 [17-19].

그러나 이러한 산화이트륨 합성 방법들은 lab-

scale 단위로 연구는 활발하게 이루어지고 있

으나, 국내 업체들은 주로 산화이트륨 분말 제

조보다는 일본에서 고품질의 산화이트륨 분말

을 수입해 와서 제품화하는데 치우쳐 있다. 또

한 산화이트륨 원료는 세계 최대의 희토류 매

장국인 중국에서 저급의 원료로 전량 수입되

고 있고, 이러한 저급의 원료를 국내에서는 소

재 및 부품을 제조하는데 사용하고 있다. 표 1은  

해외에서 수입한 원료를 가공 처리하여 다양

한 제품에 적용한 예를 보여준다. 산화이트륨

은 주로 디지털 디스플레이용 형광체(YAG), 

광학유리 제조, 반도체 및 디스플레이 제조 공

정 부품의 용사 코팅용으로 사용된다. 또한 산

화이트륨은 반도체 및 디스플레이 공정부품의 그림 1 ▶ 산화이트륨 결정 구조.
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소결체, 지르코니아 세라믹볼 안정화를 위한 

첨가제, 통신 장비부품의 페라이트의 소재로 

많이 이용된다. 

국내에서는 일본산 산화이트륨을 주로 소결

부품 생산용품으로 사용하고 있으며, 엠에스

코퍼레이션이 Shinetsu 제품과 예리코코리아

가 니폰산라이트륨 제품을 국내 반도체 부품 

업체 등에 공급하고 있다. 

2.2 산화이트륨 분체 특성 평가

반도체/디스플레이 식각장비 코팅 및 장비 

내 구조세라믹스의 핵심소재로 사용되는 산

화이트륨소재는 출발 원료에서 소결체 및 코

팅까지 분말 상태로 처리되는 경우가 대부분

이므로 원료 분말의 특성이 매우 중요하다. 즉 

산화이트륨 분말을 평가, 제어한다는 것이 최

종 제품의 품질을 제어한다고 까지 말할 수 있

다. 또한 산화이트륨 분말은 대부분 수입에 의

존하고 있으며, 평가기술이 미흡하여 수입한 

산화이트륨 분말뿐만 아니라 일부 국산화한 

산화이트륨 분말의 특성도 정밀·정확하게 평

가할 수 없어 품질설계 및 공정관리에 많은 애

로를 겪고 있다. 따라서 표준화된 시험방법을 

활용하여 산화이트륨 분말에 대한 정밀·정확

한 특성평가가 이루어져야 하며, 산화이트륨

의 국산화를 위해서는 국내 업계 스스로 산화

이트륨 분체특성 관련 호환성 있는 데이터 축

적이 필요하다. 본 장에서는 반도체/디스플레

이 부품에 사용되는 고순도(99.99% 이상) 산화

이트륨 분말에 대한 분체특성평가 방법에 대

해 서술하였다 (그림 3).

첫 번째, 산화이트륨의 품질관리를 위해 순

도 및 불순물 분석이 필요하다. 보통 산화이트

륨과 같은 산화물 형태의 세라믹들은 난용성 

소재로 시료의 용해 과정에 어려움이 따른다. 

이러한 세라믹 분말이나 소결체들을 분석하기 

위해서는 알칼리 용융법, 염산 질산 등 여러 가

지 무기산 등을 이용한 열린계 산분해법, 산 등

을 닫힌계에서 가열하는 가압산 분해법(bomb 

method), 그리고 마이크로파를 이용하는 마

이크로파 분해법(microwave method) 등이 있

다. 이들의 장단점을 고려해 보면, 알칼리 용융

법은 시료 처리 과정이 복잡하여, 시간이 많이 

걸리고 노력이 많이 들며 전처리 중에 사용된 

융제의 영향으로 유도결합 플라즈마 방출분광

분석기(ICP-OES)를 이용한 분광분석을 정확하

게 측정하기 어렵다. 열린계 산분해법은 시료

의 용융 효율이 매우 낮으며, 시간이 오래걸리

는 단점이 있다. 가압산분해법은 전처리 과정

은 단순하나 분해시간이 많이 걸리는 단점이 

있으나 닫힌계에서 실험하므로 시료의 손실이

나 오염이 적다. 마이크로분해법은 단시간에 

시료의 처리가 가능하여 최근 세라믹 시료 분

석에 활발한 연구가 진행되고 있다. 

산화이트륨의 경우 합성이나 제조시 소결 공

정을 거치지 않아 비교적 닫힌계에서 가열하

여 산분해하면 용해가 비교적 쉽다. 그러나 고

순도 산화이트륨의 순도를 측정할 경우 ICP-

MS나 ICP-OES로는 주원소를 측정할 수 없기 

때문에 Ca를 비롯한 관리되는 불순물 및 Seed

에 함유된 희토류계 원소를 제외한 모든 원소

의 함량을 뺀 차수법을 적용하여 순도를 구하

는 방법이 요구된다. 

두 번째, 분체특성에서 가장 중요한 특성 중 

하나인 입도분석의 경우 ISO, JIS, ASTM 등의 

표준에 규정되어 있다. 입도분석 방법은 시브

(sieves), 침강(sedimentation), 현미경법, 레이

저 회절법(laser diffraction) 등이 있다. 시브

는 매우 오래된 기술이지만 저렴하고 채굴에

서 찾아진 큰 입자들에게 쉽게 유용하다는 장

점을 가지고 있다. 침강은 페인트와 세라믹 

산업에서 전통적인 방법으로 사용되어왔고 

Strokes's Low 방정식에 기초를 둔 입도분석 방

법이나, 측정값들에 오차가 크다는 단점을 가

지고 있다. 현미경법은 입자의 모양을 관찰할 

수 있고, 또 입자들이 분산이 잘 되었는지 또는 

응집된 입자가 존재하는지를 판단하는데 사

용되어 진다. 그러나 국소부위의 입자만 관찰

하여 대표적이지 않는 샘플링의 위험성과 오

퍼레이터의 판단에 크게 작용한다는 단점이 

있다. 레이저 회절법은 특성과 품질을 조절하

는데 있어서 많은 산업에서 선호된 방법이다. 

ISO 13320에 따르면 레이저 회절 입도분석에 

가장 적정한 입도범위는 0.1~300 ㎛이다. 측정

원리는 레이저 빔이 분산된 미립자 시료를 관

통하면서 산란되는 광의 강도에 따른 각도 변

화를 측정함으로써 입도분포를 측정하는 방식

이다. 그림 2와 같이 큰 입자는 레이저 빔에 대

하여 광을 직각으로 산란시키고 작은 입자는 

큰 각으로 광을 산란시킨다. 그 다음 각도별 

산란강도 데이터를 분석하여 입도를 계산하는 

방법이다.

고순도(99.99% 이상) 산화이트륨은 반도체/

디스플레이 식각장비 코팅 및 장비 내 구조세

라믹스의 핵심소재로서 식각장비의 특성 및 

안정화에 가장 중요한 영향을 미치는 소재이

다. 따라서 출발물질인 산화이트륨 분말에 대

한 정밀·정확한 특성평가가 이루어질 경우 

대분류 적용 용도

반도체 및 
디스플레이 
공정용 코팅 

소결체

형광체 
(YAG)

페라이트 
자석

표 1 ▶  국내 산화이트륨 용도별 사용 현황. 

그림 2 ▶ 작은 입자 및 큰 입자로부터의 광산란.
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많이 이용된다. 

국내에서는 일본산 산화이트륨을 주로 소결

부품 생산용품으로 사용하고 있으며, 엠에스

코퍼레이션이 Shinetsu 제품과 예리코코리아

가 니폰산라이트륨 제품을 국내 반도체 부품 

업체 등에 공급하고 있다. 

2.2 산화이트륨 분체 특성 평가

반도체/디스플레이 식각장비 코팅 및 장비 

내 구조세라믹스의 핵심소재로 사용되는 산

화이트륨소재는 출발 원료에서 소결체 및 코

팅까지 분말 상태로 처리되는 경우가 대부분

이므로 원료 분말의 특성이 매우 중요하다. 즉 

산화이트륨 분말을 평가, 제어한다는 것이 최

종 제품의 품질을 제어한다고 까지 말할 수 있

다. 또한 산화이트륨 분말은 대부분 수입에 의

존하고 있으며, 평가기술이 미흡하여 수입한 

산화이트륨 분말뿐만 아니라 일부 국산화한 

산화이트륨 분말의 특성도 정밀·정확하게 평

가할 수 없어 품질설계 및 공정관리에 많은 애

로를 겪고 있다. 따라서 표준화된 시험방법을 

활용하여 산화이트륨 분말에 대한 정밀·정확

한 특성평가가 이루어져야 하며, 산화이트륨

의 국산화를 위해서는 국내 업계 스스로 산화

이트륨 분체특성 관련 호환성 있는 데이터 축

적이 필요하다. 본 장에서는 반도체/디스플레

이 부품에 사용되는 고순도(99.99% 이상) 산화

이트륨 분말에 대한 분체특성평가 방법에 대

해 서술하였다 (그림 3).

첫 번째, 산화이트륨의 품질관리를 위해 순

도 및 불순물 분석이 필요하다. 보통 산화이트

륨과 같은 산화물 형태의 세라믹들은 난용성 

소재로 시료의 용해 과정에 어려움이 따른다. 

이러한 세라믹 분말이나 소결체들을 분석하기 

위해서는 알칼리 용융법, 염산 질산 등 여러 가

지 무기산 등을 이용한 열린계 산분해법, 산 등

을 닫힌계에서 가열하는 가압산 분해법(bomb 

method), 그리고 마이크로파를 이용하는 마

이크로파 분해법(microwave method) 등이 있

다. 이들의 장단점을 고려해 보면, 알칼리 용융

법은 시료 처리 과정이 복잡하여, 시간이 많이 

걸리고 노력이 많이 들며 전처리 중에 사용된 

융제의 영향으로 유도결합 플라즈마 방출분광

분석기(ICP-OES)를 이용한 분광분석을 정확하

게 측정하기 어렵다. 열린계 산분해법은 시료

의 용융 효율이 매우 낮으며, 시간이 오래걸리

는 단점이 있다. 가압산분해법은 전처리 과정

은 단순하나 분해시간이 많이 걸리는 단점이 

있으나 닫힌계에서 실험하므로 시료의 손실이

나 오염이 적다. 마이크로분해법은 단시간에 

시료의 처리가 가능하여 최근 세라믹 시료 분

석에 활발한 연구가 진행되고 있다. 

산화이트륨의 경우 합성이나 제조시 소결 공

정을 거치지 않아 비교적 닫힌계에서 가열하

여 산분해하면 용해가 비교적 쉽다. 그러나 고

순도 산화이트륨의 순도를 측정할 경우 ICP-

MS나 ICP-OES로는 주원소를 측정할 수 없기 

때문에 Ca를 비롯한 관리되는 불순물 및 Seed

에 함유된 희토류계 원소를 제외한 모든 원소

의 함량을 뺀 차수법을 적용하여 순도를 구하

는 방법이 요구된다. 

두 번째, 분체특성에서 가장 중요한 특성 중 

하나인 입도분석의 경우 ISO, JIS, ASTM 등의 

표준에 규정되어 있다. 입도분석 방법은 시브

(sieves), 침강(sedimentation), 현미경법, 레이

저 회절법(laser diffraction) 등이 있다. 시브

는 매우 오래된 기술이지만 저렴하고 채굴에

서 찾아진 큰 입자들에게 쉽게 유용하다는 장

점을 가지고 있다. 침강은 페인트와 세라믹 

산업에서 전통적인 방법으로 사용되어왔고 

Strokes's Low 방정식에 기초를 둔 입도분석 방

법이나, 측정값들에 오차가 크다는 단점을 가

지고 있다. 현미경법은 입자의 모양을 관찰할 

수 있고, 또 입자들이 분산이 잘 되었는지 또는 

응집된 입자가 존재하는지를 판단하는데 사

용되어 진다. 그러나 국소부위의 입자만 관찰

하여 대표적이지 않는 샘플링의 위험성과 오

퍼레이터의 판단에 크게 작용한다는 단점이 

있다. 레이저 회절법은 특성과 품질을 조절하

는데 있어서 많은 산업에서 선호된 방법이다. 

ISO 13320에 따르면 레이저 회절 입도분석에 

가장 적정한 입도범위는 0.1~300 ㎛이다. 측정

원리는 레이저 빔이 분산된 미립자 시료를 관

통하면서 산란되는 광의 강도에 따른 각도 변

화를 측정함으로써 입도분포를 측정하는 방식

이다. 그림 2와 같이 큰 입자는 레이저 빔에 대

하여 광을 직각으로 산란시키고 작은 입자는 

큰 각으로 광을 산란시킨다. 그 다음 각도별 

산란강도 데이터를 분석하여 입도를 계산하는 

방법이다.

고순도(99.99% 이상) 산화이트륨은 반도체/

디스플레이 식각장비 코팅 및 장비 내 구조세

라믹스의 핵심소재로서 식각장비의 특성 및 

안정화에 가장 중요한 영향을 미치는 소재이

다. 따라서 출발물질인 산화이트륨 분말에 대

한 정밀·정확한 특성평가가 이루어질 경우 

대분류 적용 용도

반도체 및 
디스플레이 
공정용 코팅 

소결체

형광체 
(YAG)

페라이트 
자석

표 1 ▶  국내 산화이트륨 용도별 사용 현황. 

그림 2 ▶ 작은 입자 및 큰 입자로부터의 광산란.
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최종 제품의 품질관리 및 공정관리에 의한 제

품 특성 향상, 공정 안정화, 제품 수율 증진이 

가능하고 신제품 개발 시 공정 조건 확립도 용

이하다. 

세 번째, 세라믹 분말의 주요 평가항목 중에 

하나인 충진 밀도와 비충진 밀도는 분체자체

의 특성치를 상호 비교함으로써 생산 공정에

서 이송 또는 금형 내에 충진되는 경향성 및 성

형성을 파악할 수 있다. 충진 밀도(tap density)

는 분말이 차지하는 단위 부당의 질량으로 측

정법에 따라 정중량법(constant weight)과 정

용량법(constant volume)이 있다. 비충진 밀도

(untapped density)는 세라믹 분말을 정한 크

기의 깔때기 구멍을 통해 자유낙하시킴으로써 

진동 없이 고정 상태로 놓인 일정한 부피의 용

기 내에 채운 다음 가득 채워진 분말의 중량을 

측정하여 용기의 부피로 나누어 계산한다.

네 번째, flowmeter를 이용하여 유동성을 평

가하는 유동도 및 안식각은 또한 분말 생산 공

정의 효율화 및 취급의 편리성을 위해 중요한 

평가항목이다. 유동도는 분말의 이동 능력을 

나타내는 지표로서 측정하는 방법은 고정 설

치된 깔때기 내에 일정량의 분말을 채운 후 일

정한 크기의 깔때기 구멍을 통해 분말이 완전

히 배출될 때까지 소요되는 시간을 측정해서 

분말의 유동도를 나타낸다. 안식각은 분말을 

일정한 높이의 깔때기에서 평평한 바탕판 위

로 분말을 낙하시켜 생성된 원뿔 형상의 분체 

산의 높이와 밑변의 지름으로부터 분체 산의 

경사각을 산출하여 각을 구한다. 

다섯 번째, 입자의 단위 질량당 표면적을 나

타내는 비표면적은 Brunauer, Emmet, Teller라

는 학자에 의해 개발된 수식을 이용하여 측정

한다. BET(brunauer, emmet, teller) 측정원리

는 시료에 가스를 흡착시켜 시료 표면의 비표

면적, 기공의 크기 및 분포를 측정하는 방법으

로 닫혀있는 미세기공까지 분석이 가능하다. 

여섯 번째, 일반적으로 세라믹 제품은 분말

제조로부터 성형 및 소결을 거쳐 이루어지므로 

세라믹 분체의 성형성 및 소결성은 세라믹 분

말의 최종 특성을 예측할 수 있는 분체 특성이

다. 성형성은 세라믹 분말을 특정한 금형 내에 

투입하여 특정 조건에 의해 일축 방향으로 압

축성형하였을 때 분말이 압축되는 정도를 나타

내어 성형체의 밀도를 측정한다. 소결성은 소

결 전 성형체의 중량, 크기, 밀도를 측정하고 소

결후의 분말 소결체의 중량, 크기, 밀도에 대한 

변화량을 계산하여 평가한다. 그 외 분체특성

은 일정한 용기 안에 들어 있는 일정한 량의 기

체의 압력과 부피는 비례한다는 보일의 법칙을 

기초로하여 입자의 빈 공간을 제외한 시료만의 

부피로 밀도를 계산하는 진밀도(True density)

와 구상 세라믹 시료의 구형화율 등이 있다. 

2.3 산화이트륨 코팅기술

현재 산화이트륨을 반도체 장비용 부품에 적

용하는 방법으로는 소결과 표면처리방법이 사

용되고 있다. 그러나 산화이트륨은 난소결성 

물질이면서 상당히 고가이기 때문에 부품 전

체를 산화이트륨으로 제작하는 것보다 부식성 

분위기에 노출되는 표면만 산화이트륨으로 코

팅하는 것 이 바람직하다. 따라서 반도체 장비

용 부품에 산화이트륨을 코팅하여 사용하려는 

시도가 현실적이며, 이에 따라서 다양한 코팅

방법들이 시도되어 왔다. 

대표적인 부품 표면코팅 방법으로는 적용공

정과 부품의 종류에 따라 열 용사코팅법, Elec-

tron-Beam PVD (EB-PVD)법, Electron Beam 

Evaporation (EBE)법, Aerosol deposition(AD)

법, 용액기반 코팅 등이 있다 [20-29]. 열 용사

코팅기술은 표면에 요구되는 특정 성질을 갖

는 분말, 봉 형태의 코팅재를 대기나 진공분위

기에서 플라즈마 등의 다양한 열원을 사용하

여 용융, 반용융 시킨 후 고속으로 분사하여 

overlay coating 을 형성시키는 표면개질 방법 

중에 하나이다 (그림 4). 

열 용사 코팅법 중에서 플라즈마 용사법

(Plasma sprayed coating)은 10,000 K 이상의 

고열의 플라즈마에 수십 ㎛크기로 구형화된 

원료를 고속으로 통과 및 용융시키고 이를 기

판위에 부착시키는 방법이다. 100 ㎛ 이상의 

두꺼운 후막을 짧은 시간 내에 소재의 표면에 

성장시킬 수 있어 코팅하는 물페의 형상 제약

이 적고 코팅비용이 저렴한 장점이 있으나, 미

용융 입자가 표면에 다시 존재하여 표면층이 

거칠고 층상구조를 가져 코팅 층의 층간 박리

가 쉽게 일어나며 코팅층의 밀도가 낮고 밀착

그림 3 ▶ 산화이트륨 분말 특성 평가.

그림 4 ▶ 다양한 열원에 따른 열 용사코팅기술.
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품 특성 향상, 공정 안정화, 제품 수율 증진이 

가능하고 신제품 개발 시 공정 조건 확립도 용

이하다. 

세 번째, 세라믹 분말의 주요 평가항목 중에 

하나인 충진 밀도와 비충진 밀도는 분체자체

의 특성치를 상호 비교함으로써 생산 공정에

서 이송 또는 금형 내에 충진되는 경향성 및 성

형성을 파악할 수 있다. 충진 밀도(tap density)

는 분말이 차지하는 단위 부당의 질량으로 측

정법에 따라 정중량법(constant weight)과 정

용량법(constant volume)이 있다. 비충진 밀도

(untapped density)는 세라믹 분말을 정한 크

기의 깔때기 구멍을 통해 자유낙하시킴으로써 

진동 없이 고정 상태로 놓인 일정한 부피의 용

기 내에 채운 다음 가득 채워진 분말의 중량을 

측정하여 용기의 부피로 나누어 계산한다.

네 번째, flowmeter를 이용하여 유동성을 평

가하는 유동도 및 안식각은 또한 분말 생산 공

정의 효율화 및 취급의 편리성을 위해 중요한 

평가항목이다. 유동도는 분말의 이동 능력을 

나타내는 지표로서 측정하는 방법은 고정 설

치된 깔때기 내에 일정량의 분말을 채운 후 일

정한 크기의 깔때기 구멍을 통해 분말이 완전

히 배출될 때까지 소요되는 시간을 측정해서 

분말의 유동도를 나타낸다. 안식각은 분말을 

일정한 높이의 깔때기에서 평평한 바탕판 위

로 분말을 낙하시켜 생성된 원뿔 형상의 분체 

산의 높이와 밑변의 지름으로부터 분체 산의 

경사각을 산출하여 각을 구한다. 

다섯 번째, 입자의 단위 질량당 표면적을 나

타내는 비표면적은 Brunauer, Emmet, Teller라

는 학자에 의해 개발된 수식을 이용하여 측정

한다. BET(brunauer, emmet, teller) 측정원리

는 시료에 가스를 흡착시켜 시료 표면의 비표

면적, 기공의 크기 및 분포를 측정하는 방법으

로 닫혀있는 미세기공까지 분석이 가능하다. 

여섯 번째, 일반적으로 세라믹 제품은 분말

제조로부터 성형 및 소결을 거쳐 이루어지므로 

세라믹 분체의 성형성 및 소결성은 세라믹 분

말의 최종 특성을 예측할 수 있는 분체 특성이

다. 성형성은 세라믹 분말을 특정한 금형 내에 

투입하여 특정 조건에 의해 일축 방향으로 압

축성형하였을 때 분말이 압축되는 정도를 나타

내어 성형체의 밀도를 측정한다. 소결성은 소

결 전 성형체의 중량, 크기, 밀도를 측정하고 소

결후의 분말 소결체의 중량, 크기, 밀도에 대한 

변화량을 계산하여 평가한다. 그 외 분체특성

은 일정한 용기 안에 들어 있는 일정한 량의 기

체의 압력과 부피는 비례한다는 보일의 법칙을 

기초로하여 입자의 빈 공간을 제외한 시료만의 

부피로 밀도를 계산하는 진밀도(True density)

와 구상 세라믹 시료의 구형화율 등이 있다. 

2.3 산화이트륨 코팅기술

현재 산화이트륨을 반도체 장비용 부품에 적

용하는 방법으로는 소결과 표면처리방법이 사

용되고 있다. 그러나 산화이트륨은 난소결성 

물질이면서 상당히 고가이기 때문에 부품 전

체를 산화이트륨으로 제작하는 것보다 부식성 

분위기에 노출되는 표면만 산화이트륨으로 코

팅하는 것 이 바람직하다. 따라서 반도체 장비

용 부품에 산화이트륨을 코팅하여 사용하려는 

시도가 현실적이며, 이에 따라서 다양한 코팅

방법들이 시도되어 왔다. 

대표적인 부품 표면코팅 방법으로는 적용공

정과 부품의 종류에 따라 열 용사코팅법, Elec-

tron-Beam PVD (EB-PVD)법, Electron Beam 

Evaporation (EBE)법, Aerosol deposition(AD)

법, 용액기반 코팅 등이 있다 [20-29]. 열 용사

코팅기술은 표면에 요구되는 특정 성질을 갖

는 분말, 봉 형태의 코팅재를 대기나 진공분위

기에서 플라즈마 등의 다양한 열원을 사용하

여 용융, 반용융 시킨 후 고속으로 분사하여 

overlay coating 을 형성시키는 표면개질 방법 

중에 하나이다 (그림 4). 

열 용사 코팅법 중에서 플라즈마 용사법

(Plasma sprayed coating)은 10,000 K 이상의 

고열의 플라즈마에 수십 ㎛크기로 구형화된 

원료를 고속으로 통과 및 용융시키고 이를 기

판위에 부착시키는 방법이다. 100 ㎛ 이상의 

두꺼운 후막을 짧은 시간 내에 소재의 표면에 

성장시킬 수 있어 코팅하는 물페의 형상 제약

이 적고 코팅비용이 저렴한 장점이 있으나, 미

용융 입자가 표면에 다시 존재하여 표면층이 

거칠고 층상구조를 가져 코팅 층의 층간 박리

가 쉽게 일어나며 코팅층의 밀도가 낮고 밀착

그림 3 ▶ 산화이트륨 분말 특성 평가.

그림 4 ▶ 다양한 열원에 따른 열 용사코팅기술.
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성이 떨어지는 단점이 있다. 최근에는 서브마

이크로미터 또는 마이크로미터 크기의 산화이

트륨 분말을 용매에 분산한 수 플라즈마 제트

에 투입하여 코팅층을 형성하는 서스펜션 플

라즈마 스프레이 코팅 기술이 적용되고 있다. 

이 방법은 전통적인 용사코팅과 비교하여 치

밀하고 비교적 얇은 코팅막을 제조할 수 있다. 

플라즈마 용사법과 비교해 최근 열차폐 코

팅, 내마모 코팅 등의 분야에서 연구되고 있는 

electron-beam PVD (EB-PVD)법은 융점이 높

은 타켓 물질을 전자빔으로 가열하여 용융하

고 증발시켜 기판에 코팅층을 형성시키는 방

법이다. 이 방법은 후막을 성장시키기가 어렵

고 제조비용이 비교적 높은 단점이 있으나 코

팅층의 균일성, 내구성, 밀착성 등 품질이 뛰어

난 장점을 갖고 있다. 

Electron beam evaporation (EBE) 코팅 방

법은 전자 빔에 의해 직경이 1~2.5 ㎜의 Y2O3 

granule들을 증발시킨 후 기판의 표면에 증착하

는 방법이다. 전자빔은 열전자 방출을 위한 필

라멘트와 방출된 전자를 집속하고 Crucible에 

위치하도록 제어하는 영구자석, 전자빔의 위

치와 scan 범위를 제어하는 전자석 그리고 수

냉이 되는 Crucible로 구성되어 있다. 필라멘

트에는 수 kV 이상의 음의 전압이 인가되어 전

자를 가속시키며 이 가속전압과 전류가 증방

물질을 가열하는 에너지로 작용한다 (그림 6.) 

EBE 코팅법은 장점은 증착속도가 빠르며 고융

점 재료의 증착이 가능하며 막의 균질성이 우

수하다. 그러나 반도체 공정용으로 대형 기물

의 표면에 균질한 코팅을 도모하는데는 한계

가 있다. 

Aerosol deposition (AD)법은 상온진공분사

공정의 한 가지로 볼 수 있으며 서브마이크론 

사이즈 이하 분말을 고압공기와 혼합하여 노

즐을 통해 분사하여 진공챔버 중에 있는 기판

에 증착시키는 방법이다. 그림 7은 AD 장비

의 개략도를 나타낸 것으로 공급될 원료 분말

이 위치하는 파우더 챔버(powder chamber)

와 코팅이 이루어지는 증착 챔버(deposition 

chamber)가 가스관으로 연결되어 있다. 원

료분말 입자는 Powder chamber 내에서 반송  

그림 5 ▶ EB-PVD 장비의 개략도. 그림 6 ▶ 전자빔 증발원의 개략도.

가스와 교반, 혼합해 에어로졸화된다. 진공펌

프에 의해 발생한 Powder chamber와 Deposi-

tion chamber 간의 압력 차이로 인해 발생한 

가스 흐름에 의해 분말 입자들이 Deposition 

chamber로 이송되며, 슬릿 형태의 노즐을 통

해 가속화돼 기판에 분사됨으로써 분말입자와 

기판 사이에 충돌이 일어나면서 코팅층이 형

성된다. AD법은 코팅하고자 하는 분말을 직접 

분사하기 때문에 고속코팅이 가능하며 코팅층

의 균질성 및 코팅층의 두께 제어가 용이하다. 

그러나 탈착된 분말의 손실이 많아 고가인 소

재에 적용하기엔 산업적 한계가 있다.

또한 Sol-gel 공정을 필두로 하는 용액기반 

코팅법은 대면적 코팅이 가능하고 복잡한 형

상이나 코팅층 조성 변화가 용이하며 코팅층

이 치밀하고 밀착성이 우수한 장점이 있으나 

코팅 후 열처리 공정이 필요한 단점이 있다.

3. 맺음말

우리나라의 대표적 수출품 중에 하나인 고순

도 산화이트륨은 식각공정 장비 등에 사용되

는 중요한 소재이나 현재 국내에서 생산되지 

않으며, 사용 전량을 일본에서 수입하고 있다. 

또한 국내 반도체 부품/장비 관련 수요업체에

서는 내플라즈마 특성 향상을 통해 생산 수율

을 높이기 위해 고순도 산화이트륨을 요구하

고 있어 관련 산업에서의 경쟁력 제고를 위해

서는 고순도 산화이트륨 소재의 개발 및 국산

화가 반드시 필요하다. 따라서 본 기고문에서

는 산화이트륨의 상용화를 위한 기술 소개와 

표준화된 분체 특성 평가기술을 소개하였다. 

최근 전자세라믹스 제조용 세라믹 원료의 특

징은 미세한 분말, 제어된 입자의 형상, 고순

도화를 들 수 있다. 대학 및 연구소에서는 대

부분이 산화이트륨 분말 합성에 대하여 연구

를 하고 있고, 평가 기술은 기초적이고 학문적

인 방향으로 편중되어 있어 산업현장 적용에

는 많은 문제점을 안고 있다. 따라서 산화이트

륨 원료분말의 합성뿐만 아니라 특성평가방

법, 표준화연구 및 이들의 응용기술을 병행하

는 노력이 필요하다. 

그림 7 ▶ 에어로졸 데포지션 장비 개략도.
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성이 떨어지는 단점이 있다. 최근에는 서브마

이크로미터 또는 마이크로미터 크기의 산화이

트륨 분말을 용매에 분산한 수 플라즈마 제트

에 투입하여 코팅층을 형성하는 서스펜션 플

라즈마 스프레이 코팅 기술이 적용되고 있다. 

이 방법은 전통적인 용사코팅과 비교하여 치

밀하고 비교적 얇은 코팅막을 제조할 수 있다. 

플라즈마 용사법과 비교해 최근 열차폐 코

팅, 내마모 코팅 등의 분야에서 연구되고 있는 

electron-beam PVD (EB-PVD)법은 융점이 높

은 타켓 물질을 전자빔으로 가열하여 용융하

고 증발시켜 기판에 코팅층을 형성시키는 방

법이다. 이 방법은 후막을 성장시키기가 어렵

고 제조비용이 비교적 높은 단점이 있으나 코

팅층의 균일성, 내구성, 밀착성 등 품질이 뛰어

난 장점을 갖고 있다. 

Electron beam evaporation (EBE) 코팅 방

법은 전자 빔에 의해 직경이 1~2.5 ㎜의 Y2O3 

granule들을 증발시킨 후 기판의 표면에 증착하

는 방법이다. 전자빔은 열전자 방출을 위한 필

라멘트와 방출된 전자를 집속하고 Crucible에 

위치하도록 제어하는 영구자석, 전자빔의 위

치와 scan 범위를 제어하는 전자석 그리고 수

냉이 되는 Crucible로 구성되어 있다. 필라멘

트에는 수 kV 이상의 음의 전압이 인가되어 전

자를 가속시키며 이 가속전압과 전류가 증방

물질을 가열하는 에너지로 작용한다 (그림 6.) 

EBE 코팅법은 장점은 증착속도가 빠르며 고융

점 재료의 증착이 가능하며 막의 균질성이 우

수하다. 그러나 반도체 공정용으로 대형 기물

의 표면에 균질한 코팅을 도모하는데는 한계

가 있다. 

Aerosol deposition (AD)법은 상온진공분사

공정의 한 가지로 볼 수 있으며 서브마이크론 

사이즈 이하 분말을 고압공기와 혼합하여 노

즐을 통해 분사하여 진공챔버 중에 있는 기판

에 증착시키는 방법이다. 그림 7은 AD 장비

의 개략도를 나타낸 것으로 공급될 원료 분말

이 위치하는 파우더 챔버(powder chamber)

와 코팅이 이루어지는 증착 챔버(deposition 

chamber)가 가스관으로 연결되어 있다. 원

료분말 입자는 Powder chamber 내에서 반송  

그림 5 ▶ EB-PVD 장비의 개략도. 그림 6 ▶ 전자빔 증발원의 개략도.

가스와 교반, 혼합해 에어로졸화된다. 진공펌

프에 의해 발생한 Powder chamber와 Deposi-

tion chamber 간의 압력 차이로 인해 발생한 

가스 흐름에 의해 분말 입자들이 Deposition 

chamber로 이송되며, 슬릿 형태의 노즐을 통

해 가속화돼 기판에 분사됨으로써 분말입자와 

기판 사이에 충돌이 일어나면서 코팅층이 형

성된다. AD법은 코팅하고자 하는 분말을 직접 

분사하기 때문에 고속코팅이 가능하며 코팅층

의 균질성 및 코팅층의 두께 제어가 용이하다. 

그러나 탈착된 분말의 손실이 많아 고가인 소

재에 적용하기엔 산업적 한계가 있다.

또한 Sol-gel 공정을 필두로 하는 용액기반 

코팅법은 대면적 코팅이 가능하고 복잡한 형

상이나 코팅층 조성 변화가 용이하며 코팅층

이 치밀하고 밀착성이 우수한 장점이 있으나 

코팅 후 열처리 공정이 필요한 단점이 있다.

3. 맺음말

우리나라의 대표적 수출품 중에 하나인 고순

도 산화이트륨은 식각공정 장비 등에 사용되

는 중요한 소재이나 현재 국내에서 생산되지 

않으며, 사용 전량을 일본에서 수입하고 있다. 

또한 국내 반도체 부품/장비 관련 수요업체에

서는 내플라즈마 특성 향상을 통해 생산 수율

을 높이기 위해 고순도 산화이트륨을 요구하

고 있어 관련 산업에서의 경쟁력 제고를 위해

서는 고순도 산화이트륨 소재의 개발 및 국산

화가 반드시 필요하다. 따라서 본 기고문에서

는 산화이트륨의 상용화를 위한 기술 소개와 

표준화된 분체 특성 평가기술을 소개하였다. 

최근 전자세라믹스 제조용 세라믹 원료의 특

징은 미세한 분말, 제어된 입자의 형상, 고순

도화를 들 수 있다. 대학 및 연구소에서는 대

부분이 산화이트륨 분말 합성에 대하여 연구

를 하고 있고, 평가 기술은 기초적이고 학문적

인 방향으로 편중되어 있어 산업현장 적용에

는 많은 문제점을 안고 있다. 따라서 산화이트

륨 원료분말의 합성뿐만 아니라 특성평가방

법, 표준화연구 및 이들의 응용기술을 병행하

는 노력이 필요하다. 

그림 7 ▶ 에어로졸 데포지션 장비 개략도.
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